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薄膜・表面物理分科会企画 

「軽元素ワイドギャプ薄膜のヘテロエピタキシャル成長と高機能化界面」 

 

 ６．薄膜･表面 物材機構・寺地徳之、産総研・山崎聡 

 

本シンポジウム「軽元素ワイドギャプ薄膜のヘテロエピタキシャル成長と高機能化界面」は、

薄膜・表面物理分科会で企画されたシンポジウムであり、ヘテロエピタキシャル成長と界面の

基礎に着目した内容として開催した。シンポジウムの企画の意図は以下のとおりである。 

 

 

 

高機能電子・光物性を持つワイドギャップ結晶は、次世代半導体として注目されている。し

かしながらこれらの結晶では、大面積単結晶基板の入手が困難であり、材料の大面積化と基板

コスト削減から、ヘテロエピタキシャル薄膜の成長がブレークスルーのキープロセス技術とな

る。また、単一のワイドギャップ半導体では様々な外因的要因により材料本来の特性がデバイ

スに生かせない場合にも、複数のワイドギャップ半導体をヘテロ接続させることでデバイス特

性を向上させる事が原理的に可能であり、ヘテロ界面の積極的な利用も重要な検討課題である。 

 

これまで「ヘテロエピ」に関する成果は、別々の

研究分野で培われてきていたが、材料横断的にそれ

らを眺めると新たな知見が得られると考えられ、そ

のようなシンポジウム企画とした。全ての材料を包

括することは困難なため、似たもの同志（？）の元

素である、C, N, (B), Al, Si, (P)に注目した「軽

元素ワイドギャップ薄膜」で、特に電子デバイス化

が進んでいる材料を取り扱うこととした。 

講演者と発表タイトルを表 1 に示すように、4 件

の講演で企画した。前半ではダイヤモンド及び SiC

のヘテロエピタキシャル成長について、その成長機

構や核発生についてご説明頂いた。また後半ではワ
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イドギャップ材料同志を接合させたヘテロ界面を用い

たデバイスの作製と特性について紹介をいただいた。 

 

講演時間を、発表 30 分、質疑 10 分とゆったりと

組んだことと、講演者の方が基本的なことから丁寧に

ご説明をくださったため、1 件について 5 件以上の質

問が飛び出し、非常により議論と理解の場となった。

参加者は常時 40 名程度であり、出入りされた方を入

れると累計で 80 名程度であった。併設されているシ

ンポジウムが多いため、参加したいができなかったと

いう声も聞かれた。 

 

 

 

 


